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Veroffentlicht 

Mit internationalem Recherchenbericht. 



(54) Title: PROCESS FOR ANISOTROPIC PLASMA ETCHING OF DIFFERENT SUBSTRATES 

(54) Bezeichmmg: VERFAHREN ZUM ANISOTROPEN PLASMAATZEN VERSCHIEDENER SUBSTRATE 

(57) Abstract 

The invention concerns a process for 
producing etched structures in substrates by 
means of anisotropic plasma etching. An 
isotropic etching operation and a side wall 
passivation are carried out in separate and 
alternating operations. The substrate (2) is a 
polymer, a metal, or a multi-component system 
and portions (8) of the side wall passivation 
layer (6) applied during the side wall passivation 
are transferred to the exposed lateral surfaces 
(7') of the side wall (7) during each subsequent 
etching operations as a result of which the entire 
process becomes anisotropic. 

(57) Zusammenfassung 

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur 
Herstellung von geatzten Strukturen in Sub- 
straten mittels anisotropen Plasmaatzens, wobei 
getrennt voneinander und altemierend ein an 
sich isotroper Atzvorgang und eine Seitenwand- 
p.?*?sivterung durchgeffthrt wird, w bei das Sub- 
strat (2) ein Polymer, ein Metall oder ein 
Mehrkomponentensystem ist und Anteile (8) 
der wahrend der Seitenwandpassivierung aufge- 
brachten Seitenwandpassivierschicht (6) jew- 
eils wfihrend der darauffolgenden Atzvorgange 
auf die freigelegten Seitenflachen (7*) der Seit- 
enwand (7) tibertragen werden, wodurch der 

flt*cnmtr\rfYT**R \n<iot\itumt anisnlmn wirH. 
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